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M. GLADYSZ, K. ROSZKIEWICZ, B. SURMA: Wpfyw obrobki termicznej na wiasnosci optyczne
monokrysztatow GaAs otrzymanych metodami Bridgmana i Czochralskiego

W artykule przedstawiono wptyw obrobki termicznej na fotoluminescencje w 77 K krysztatow
GaAs otrzymanych metodami Bridgmana i Czochralskiego. Probki byty wygrzewane pod kontro-
lowanym cisnieniem par arsenu oraz w nadmiarze galu. W niektorych prébkach przeprowadzono
rowniez dyfuzje miedzi. Stwierdzono, ze pewne wtasnosci krysztatow zalezg od cisnienia par arse-
nu. Obserwowano szereg pikow zwigzanych z defektami sieci, ktorych powiazanie z Vas lub VaGa
ustalono na podstawie zaleznosci cisnieniowych.

W. DRABIK, M. GANCZAREK: Przygotowanie preparatow dla celow przeswietleniowej mikrosko-
pii elektronowej z warstw heteroepitaksjalnych GaAs,_x Px/GaAs i z monokrysztatow InP

W pracy przedstawiono metody otrzymywania preparatow do badania w przeswietleniowym mi-
kroskopie elektronowym z warstw heteroepitaksjalnych GaAs, xPx/GaAs (x=0,4)iz monokryszta-
tow InP. Ponadto miedzy innymi metode przygotowania preparatow z przekrojow poprzecznych
warstw epitaksjalnych GaAs, x Px/GaAs za pomoca scieniania jonowego.

W. DRABIK, M. PAWLOWSKA, J. TORUN: Badania heteroep/tal'(s/a/nych warstw GaAs,_x Px/
/GaAs za pomoca skaningowej i przeswietleniowej mikroskopii elektronowej

W artykule przedstawiono wyniki badan warstw heteroepitaksjalnych GaAs, xPy (x=0,4). Bada-
nia przeprowadzono za pomoca skaningowego (SEM) i przeswietleniowego mikroskopu elektro-
nowego (TEM).

Obserwowano defekty liniowe — gtownie dyslokacje niedopasowania.

Przedstawiono rowniez probe korelacji wynikow SEM i TEM.
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M. GtADYSZ, K. ROSZKIEWICZ, B. SURMA: Effect of heat treatment on photoluminescence of
Te-doped and undoped GaAs crystals grown by Czochralski and Bridgman methods

The study of the effect of annealing on the photoluminescence spectra of Te-doped and undoped
GaAs crystals grown by Czochralski and Bridgman methods has been investigated at 77 K. Speci-
mens were heat-treated under controled arsenic vapour pressures and galium overpressure. In
same samples Cu diffusion has been performed. It has been found that photoluminescence pro-
perties depends on arsenic vapour pressure. Various energy levels of defects were observed and
their association with Ga or As vacancies were determined from the pressure dependence.

W. DRABIK, M. GANCZAREK: The methods of specimen preparation for transmission electron
microscope from GaAs,_yR /GaAs heteroepitaxial layers and InP single crystals

In the paper the methods of obtaining the specimens for transmission electron microscope from
GaAs; 4B /GaAs (x=04) heteroepitaxial layers and from InP single crystals are described.
Among others, the method of specimen preparation from cross-section of GaAs, xR /GaAs epi-
taxial layers by ion thinning is given.

W. DRABIK, M. PAWtOWSKA, J. TORUN: /nvestigation of heteroepitaxial layers of GaAs, xPx/
/GaAs by means of scanning and transmission electron microscopy

The results of scanning and transmission electron microscopy investigation of heteroepitaxial la-
yers of GaAs, _xPx (x=0.4) have been described. Line defects,mainly misfitdislocations have been
observed. The attempt of correlation of results SEM and TEM methods has been given.
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M. TMAAbIW, K. POWKEBWUY, B. CYPMA: BruaHue mepmuyeckol o6pabomku Ha Onmuyeckue
ceoucmea MOHOKPUCMQAIII08 apceHuoda 2a1nud, nosyYeHHbIx memooamu bpudxmera u Yo-
XpasbCKo2o |

B cratbe npeactaBneHo BNuAHKe Tepmuyeckoin o6pabotkm Ha doTonomuHecueHuuo npu 77 K
KPWUCTannoB apceHuaa rannua, nonyyeHHbix metogamu bpuaxmena v YHoxpanbckoro.
O6paaubi noaBepranuch Tepmuyeckon 06paboTke B KOHTPONUPYEMOM AaBNEHMMU Nap apceHnaa
npu nabbitke rannua. B HekoTopbix obpasuax nposeaeHa 6vina anddysus meau.
YCTaHOBNEHO, YTO HEKOTOPbie CBOMCTBA KPUCTANoB 3aBUCAT OT AaBneHuA nap apceHuaa. Ha-
6ntoaanock pAA NMKOB, CBA3aHHbIX C CETEBbIMU AeEeKTaMU, NPOUCXOXAEHUE KOTOPbIX CBA3aHO
¢ VAs nubo VGa n naeneHuem napos.

B. APABUK, M. TAHYAPEK: Memooduka nodeomoeku 06pa3y08 0718 NPOCBEYUBTIOUE20 ITIEK-
MPOHHO20 MUKPOCKONQ U3 2emepo3anumakcuasisHsix cnoée GaAs, yPy/GaAs u us MoHokpuc-
mannos InP

B paborte npeacrasneHbl meToabl NonyyeHMa 06pasuos ANA NPOCBEYNBAKOWErO 3N1IEKTPOHHOIO
MUKPQCKONa U3 retepoanuTakcuanbHbix cnoes GaAs, xPy/GaAs (x=0,4) u n3 moHOKpUCTannos
InP.

Kpome TOro, onucaH meron noAroToBku 06pasuos U3 NONEPEeYHbIX CEYEHUN ANUTAKCUANbHbIX
cnoés GaAs,_yxPy /GaAs MOHHbIM YyTOHEHUEM. .

B. APABUK, M. NABITOBCKA, E. TOPYHb: Mccnedosarun 2emepoanumakcuasibHbix C0€6
GaAs,_yPx/GaAs npu nomouwiu pacmpoeod u npoceeyusanuied 31eKMpoHHOU MUKPOCKONUU

B pa6oTe npeAcTaBneHb pesynbTaThl UCCNEAOBAHUIA reTepoannuTakcuanbHbix cnoes GaAs, - xPy
(x=0,4). Bbinn uccneposanbl NUMHERHbIe AedekTbl, B OCHOBHOM AMCNOKaUUW HECOOTBETCTBMA.
MpeacTaBneHa Takxe KOPPENALWA PesynbTaToB PacTpOBOW W NPOCBEYMBAIOLLEN MUKPOCKONUK.
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OD REDAKCIJI

Niniejszy numer ,Materiatéw Elektronicznych" jest poswigcony
badaniom wiasnos$ci zwigzkdéw pdéiprzewodnikowych Am Bv, gtéwnie
arsenkowi galu i zwigzkom na jego osnowie w postaci warstw epi-
taksjalnych. Niniejszy wstgp ma za zadanie przedstawi¢ giéwne zas-
tosowania tych materiatéw, a bardziej zainteresowanym poleca sig
monograficzng literaturg tematu,

Optoelektronika stata sig dziedzing elektroniki, ktéra data pocza-
tek przemystowemu zastosowaniu zwigzkdéw Am BV, a szczegdlnie
arsenku galu., Wymieni¢ tu nalezy diody elektroluminescencyjne dla
éwiatta widzialnego i podczerwieni oraz pdiprzewodnikowe wskazZni-
ki cyfrowe. W elementach tych sg wykorzystane nastepujgce materia-
ty: GaAs, AlGaAs, GaAsP, InGaP, GaP,

W ostatnich latach pojawily sig nowe mozliwosci zastosowan,
ktére spowodowaty koniecznos$é znacznego podniesienia jakogci do-
tychczas produkowanego arsenku galu i warstw epitaksjalnych oraz
opracowania nowych asortymentéw materiatéw na bazie GaAs, CaP
oraz InP,

Jako nowe dziedziny zastosowarn wymienia sig lasery, detektory
dla tacznosci sSwiattowodowej szybkodziatajgcej, liniowe i cyfrowe
ukiady scalone, nowe rodzaje przyrzgddéw mikrofalowych., Szerokie
zastosowanie materiatéw opartych na zwigzkach Am BV przedstawia

ponizsza tabela.

Materiat Posta¢ materiatu Zastosowanie
1, 2 %!

GaAs ptytki monokrys~ | lasery, przyrzady mikrofalowe,
taliczne, warstwy | przyrzady dla optyki, zintegro-
epitaksjalne wane diody elektroluminescen-
GaAs/GaAs cyjine na podczerwien, ogniwa

fotowoltaiczne do przetwarzania
energii stonecznej, uktady sca-
lone liniowe i cyfrowe, fotode-~
tektory, fotooporniki, detektory
promieniowania jadrowego, de-
tektory ultradzwigkdw, sondy

biomedyczne, okna dla podczer-
wieni

~l
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GaP ptytki monokrys- | diody elektroluminescencyjne
taliczne, warstwy | dla Swiatta widzialnego, foto-
epitaksjalne detektory, mikrofalowe przet-
GaP/GaP, worniki elektroakustyczne
GaP/Si

GaSb podtoza do wyt- | lasery ztaczowe i detektory
warzania lase- dla tgcznosci swiattowodowej
row i detektorow

GaN, AIN warstwy epitak- lasery o b, matej diugosci fa-
sjalne li promieniowania, diody elek-

troluminescencyjne o szeros
kim zakresie promieniowania
widzialnego, mikrofalowe
przetworniki elektroakustycz-
ne, linie opdzniajace
. InAs polikrysztat, ptyt-| czujniki pola magnetycznego,
ki monokrystali- fotodetektory z homoztgczem
czne

InP monokrystaliczne | diody luminescencyjne emitu-
ptytki podiozowe | jace w pasmie podczerwieni,
warstwy epitak- lasery, fotodetektory z homo-
sjalne ztgczem, przyrzady mikrofalo-

we

InSb ptytki monokrys- | diody luminescencyjne dla
taliczne, poli- pasma podczerwieni, fotodeteks
krysztat tory, diody tunelowe, filtry i

okna dla podczerwieni, mikro-
falowe przetworniki elektroaku-
styczne, hallotrony, fotooporni-
ki

GaASl—xpx warstwy epitak= diody elektroluminescencyjne

sjalne
CaAsP/GaAs
GaAsP/GaP
GaAsP/Si
GaAsP/Ge

emitujace Swiatto widzialne,
lasery, fotodetektory, przyrzg-
rzgdy mikrofalowe

warstwy epitak=
sjalne

przyrzady mikrofalowe wyko=
rzystujgce zjawiska objegtos-
ciowe (diody Gunna, LSA)

InAs 24 warstwy epitak- | lasery
1-x x ]
sjalne
In GaP warstWy. epitak=- przyrzady mikrofalowe (diody
ik 7ip sjalne Gunna, LSA), diody elektro-
luminescencyjne na zakres
promieniowania widzialnego
InP As warstwy epitak=- lasery
X Tl-x

sjalne

http://rcin.org.pl
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Gaxlnl-xASyplﬂy warstwy epitak- | lasery (przy skiadzie x =

} sjalne =0,2; y=0,35 stospowany jako
material na lasery =
= 1100 nm dla $wiattowoddéw )/
diody luminescencyjne na
szeroki zakres promieniowa-
nia widzialnego

AL_Ga As P warstwy epitak- [ lasery na zakres fal 560+
X 1-x Ty 1~y p :
sjalne #870 nm, bipolarne tranzys-
tory polowe

ALxGal-xAsySBl—y warstwy epitak- | lasery na zakres 775+

sjalne #1770 nm
GaAsShb warstwy epitak- | fotodiody, diody lawinowe z
sjalne barierg Schottky jako detek-

tory dla linii opdZniajgcych

/
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dr inz, WANDA SOKOLOWSKA
adiunkt,kier, Pracowni Spektrografii Emisyjnej
w Zaktadzie Analiz ITME

Instytut Badarh Jadrowych

Promotor: doc, dr hab, inz, Jerzy Galgzka, IBJ

Recenzenci: doc, dr hab, Leon Pszonicki, IBJ
doc. dr hab, Andrzej Parczewski,

Instytut Chemii Uniwersytetu Jagielloriskiego

Data nadania stopnie doktora nauk chemicznych: 16.06,1981 r.

ZASTOSOWANIE EMPIRYCZNYCH MODELI MATEMATYCZNYCH
DO OPTYMALIZACJI ANALIZY SPEKTRALNEJ MATERIALOW
WYSOKIEJ CZYSTOSCI

Tematyka pracy dotyczy optvmalizacji metod analitycznych przy
zastosowaniu teorii planowania doswiadczen,

Oméwiono sposdéb formutowania modelu matematycznego zawiera-
Jacego informacje o wplywie czynnikéw okreslajgcych warunki anali-
zy na wynik oznaczenia, Przeanalizowano szczegdlowo mozliwosci
zastosowania matematycznych metod planowania doswiadczen w réz-
nych etapach wzbudzenia prébki w analizie spektro'graﬁcznej. Poda-
no sposéb wyznaczania biedéw statystycznych i przedziatédw ufnosci
prognozowanej wartosci funkcji celu, Sprawdzono adekwatno$é mode-
i matematycznych dla poszczegdlnych pierwiastkéw, ‘za pomocg
szczegdlowe] analizy wariancji modelu matematycznego. Przeanalizo-
wano efekty wspdidziatania czynnikdéw,

Podano ogdélny schemat postepowania optymalizacyjnego.

Proces optymalizacji zrealizowano w dwéch etapach, W etapie pief—
wszym, w wvniku zastosowanego planu doswiadczen, ustalono kie-
runek optymaiizacji i sformutowano modele matematyczne dla wybra-
nych linii szeregu pierwiastkdw, W etapie drugim, za pomocg metody
linii grzbietowych Hoerla ustalono jednoznacznie optymalne warunki

pracy,

43
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Uprzejmie informujemy naszych Czytelnikéw, ze zostat przygo-
towany

"Indeks autorski i przedmiotowy wydawnictw ITME za lata

1973-1979" -

oraz

"Tezaurus materiatéw elektronicznych w zakresie obshugi infor-

macyjnej ITME CNPME do celéw informacji naukowej"

Indeks obejmuje pozycje drukowane w '"Materiatach Elektroni-

cznych", "Pracach ONPMP", "Pracach ITME" i materiatach

konferencyjnych.

Tezaurus zawiera 3731 terminéw w ujeciu hierarchicznym, opi-

sujgcych tematyke prac naukowo-badawczych ITME.

Egzemplarze indeksu i tezaurusa mozna zamawia¢ w ZOINTE

ITME.
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